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Monolayer

Verfahren zur Herstellung von einlagigen Materialien

Hintergrund

Materialien, die nur aus einer einzigen Schicht bestehen, weisen oft neue interessante
Eigenschaften auf. Deshalb sind Materialien in ihrer zweidimensionalen Form interessante
Kandidaten im Bereich der optischen, elektronischen, magnetischen oder supraleitenden
Anwendungen. Noch steht diese Entwicklung am Anfang. Doch fir viele Endanwen-
dungen in den Bereichen Photovoltaik, Automobile, Medizin, Halbleiter und Energie-
speicherung, werden Material-Innovationen gebraucht. Innovative Methoden, die zur
grof3technischen Produktion von 2 D-Materialien fihren, werden zur Umsetzung der
Anwendungen benétigt.

Erfindung

In der Arbeitsgruppe ,Ultraschnelle nanoskalige Dynamik* an der Carl von Ossietzky
Universitat Oldenburg wurde eine neuartige Methode zur kontrollierten Herstellung von
ultradiinnen Schichten aus Ubergangsmetall-Dichalgoniden (TMDC) entwickelt. Der
erfindungsgemale Ansatz stellt eine einfache und skalierbare ,Direct-Write-Methode*®
nach dem Prinzip der Rastersondenlithografie dar, welche sich fiir das flachenselektive
Wachstum von TMDC-Monolagen eignet und die eine prazise Platzierung verschiedener
TMDC-Schichten ermdglicht. Dies gelingt durch die erfindungsgemafe Formulierung einer
geeigneten Vorlaufertinte, also einer Lésung zum Schreiben der ultradiinnen Schichten
von TMDC-Materialien mit einem handelsiblichen Filzstift. Mit dieser Methode lassen sich
sogar Heterostrukturen herstellen, d. h. die Herstellung von TMDC-Mustern mit einer
gezielten geometrischen Struktur.

Vorteile und Anwendungen

« Einfaches Verfahren mit geringem apparativem Aufwand

» Hohe Préazision bei der Platzierung der Schichten

» Moglichkeit der Herstellung von TMDC-Mustern

 Kostenglinstiger und skalierbarer Ansatz fiir die Herstellung von strukturierten
TMDC-Schichten
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